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(54) THIẾT BỊ QUANG ĐIỆN
(57)  Sáng chế đề cập tới thiết bị quang điện được pha tạp. Thiết bị quang điện chứa lớp 
hấp thụ bán dẫn hoặc chồng được bố trí giữa tiếp xúc trước và tiếp xúc sau. Lớp hấp thụ 
bao gồm catmi, selen, và telua được pha tạp với Ag, và tùy chọn là với Cu. Chất pha tạp 
Ag có thể được thêm vào chất hấp thụ với các lượng thay đổi từ 5 x 1015/cm3 tới 2,5 x 
1017/cm3 thông qua phương pháp bất kỳ trong số nhiều phương pháp áp dụng trước, trong 
quá trình, hoặc sau khi lắng đọng lớp hấp thụ. Thiết bị quang điện có hệ số Fill được cải 
thiện và PMAX tại các trị số PT (= tích ISC* VOC) cao hơn, ví dụ khoảng 160 W, tạo thành 
hiệu suất biến đổi được cải thiện, khi so sánh với thiết bị không được pha tạp với Ag. PT 
được cải thiện có thể tạo thành ISC tăng, VOC tăng hoặc cả hai.
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